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1  主要用途与主要特点 

1.1  主要用途 

 用W1XT309P封装的成品管主要用于USB、笔记本等电子设备的静电防护。 

1.2  主要特点 

●  低反向漏电 

●  高静电防护能力 

●  高可靠性 

2  芯片数据 

芯片示意图 芯片尺寸 
0.28mm×0.28mm 

11.02mil×11.02mil 

 

理论有效管芯数（只） 145734 

芯片厚度（µm）（推荐） ≤170（140-170） 

划片道
*
尺寸（µm） 30 

键合区面积 (µm
2
) 正面 180×180 

钝化层 氮化硅 

正面电极（阴极） 
金属 铝 

厚度（um） 5.0±1.0（蒸发） 

背面电极（阳极） 表层金属 金（推荐） 锡银 

装片要求 共晶（推荐） 低温共晶 

硅片直径（mm） φ125 

键合要求（推荐） 铜丝；φ32μm；一根 

* 划片道位置示意图： 
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